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摘要(译)

本发明公开了一种边缘场开关模式液晶显示装置的制造方法。这里，通
过一次光刻工艺形成对电极，栅极总线和公共电极线，包括：在MoW膜
上涂覆抗蚀剂膜的第一工艺;用于形成抗蚀剂图案的第二工艺，所述抗蚀
剂图案包括分别覆盖栅极总线和公共电极线形成区域并保持涂层厚度的
第一和第二图案，以及覆盖对电极形成区域并部分地保持涂层厚度的第
三图案，通过曝光/开发抗蚀剂膜;第三种工艺，用于通过使用抗蚀剂图案
作为蚀刻阻挡层对MoW膜进行干法蚀刻来形成栅极总线和公共电极线，
第一和第二图案被部分去除，第三图案被完全去除，MoW膜开启对电极
形成区域被部分去除;第四种方法，用剩余的抗蚀剂图案和MoW膜作为蚀
刻阻挡层，通过湿法蚀刻ITO膜形成对电极;以及用于去除残留的抗蚀剂
图案和MoW膜的第五种方法。
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